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Inventia se referd la tehnologia de obtinere a materialelor termoelectrice cu factorul de putere inalt.

Calitatea si posibilitatea utilizarii materialelor termoelectrice sunt determinate de catre asa numitul FP, care depinde
de conductibilitatea electrici si de marimea coeficientului fortei termoelectrice a materialului. FP=c%c, unde o —
este conductibilitatea electrica, iar o — coeficientul fortei termoelectrice. Bi, Sb si aliajele lor se considera ca cele
mai insemnate materiale termoelectrice la care FP este inalt la temperaturi joase.

Pentru a obtine factorul de putere mare in aliajele Bi-Sb este nevoie ca prin diferite metode tehnologice, de obtinut o
crestere esentiala a o si o. Din aceastd cauza, in cercetari, se aplica diferite metode de introducere a diferitor
impuritati, se actioneaza asupra materialului cu campul magnetic, se supune materialul unor intinderi elastice la
diferite temperaturi, pentru diferite diametre, ca in final, folosind valorile maximale obtinute pentru o si o se
calculeaza FP.

Este cunoscutd o metodd de obtinere a materialelor termoelectrice, care include executarea unui fir in izolatie de
sticla prin metoda Ulitovskii din Biogs%at.Sn, cu intinderea elastica ulterioara a firului [1].

Cea mai apropiata solutiei este o metoda de obtinere a materialelor termoelectrice, care include executarea unui fir
in izolatie de sticla prin metoda Ulitovskii din BigggSho 12+0,01%atTe, cu intinderea elastica ulterioara a firului [2].
Dezavantajul comun al acestor solutii consta in aceea ca este utilizatda metoda de intindere elasticd pentru a obtine un
FP mai inalt. in procesul intinderii elastice mai mult de 1,5% are loc o permutare insemnata a atomilor din nodul
retelei cristaline, care in timp tind spre revenirea lor in starea initiala, de pana la intindere. Asta inseamna, ca are loc
degradarea materialului si micsorarea FP in timp.

Problema tehnica pe care o rezolva inventia consta in obtinerea unui material termoelectric stabil, la care nivelul
Fermi (Ny) se fixeaza in imediata apropiere de starea energetica la care latimea zonei energetice interzise este nula.
Metoda, conform inventiei, inlaturd dezavantajul mentionat mai sus prin aceea ca in aliaj Big94Sho s Se introduce,
prin metoda de sinteza termica, Te cu concentratia de 0,01% at., care fixeaza nivelul Fermi in imediata apropiere de
starea materialului cu zona energeticd interzisd nuld, dupd care prin metoda Ulitovskii se obtin fire subtiri cu
diametrul de 2,8 um.

Inventia se explica prin desene din fig. 1-4, care reprezinta:

- fig. 1, starea energetica a materialului Bi pur, concentratia de Sb este zero;

- fig. 2, starea energetica a materialului cu concentratia Sb in Bi de 6,5% at. Sb;

- fig. 3, starea energetica a materialului cu concentratia Sb in Bi de 9% at. Sb;

- fig. 4, starea energetica a materialului cu concentratia de 0,01%at.Te in aliajul Big 94Sho os.

in materialul Bi pur, nivelul energetic Ny intretaie zona de conductibilitate a electronilor in punctul L si a golurilor
grele in punctul T al zonei Brillouin (fig. 1). La concentratia Sb in materialul Bi de 9% at., acesta poseda proprietati
semiconductoare, din cauza aparitiei zonei energetice interzise intre zona de conductibilitate a electronilor in punctul
L si a maximei golurilor grele in punctul T al zonei Brillouin (fig. 3). O situatie deosebita apare in aliajele Bi-Sb
atunci cand nivelul Fermi atinge pe un plan drept minimul suprafetei energetice a electronilor in punctul L al zonei
Brillouin si maxima suprafetei energetice a golurilor grele in punctul T al zonei Brillouin (fig. 2). Aceasta stare
energetica se numeste stare energetica nula, maxima zonei de conductibilitate si maxima zonei de valenta se afla pe
o linie, caracteristica semiconductorilor. Conform teoriei corpului solid, in acest caz conductibilitate este inaltd si un
FP inalt, insa nivelul Fermi este instabil, deoarece acesta usor poate sa alunece intr-0 directie, sau alta, la mici
devieri ale temperaturii. n asa mod, miscarea lui pe scara energetici in sus sau in jos micsoreaza esential valoarea
FP. Din aceasta cauza a fost introdus 0,01%at.Te in aliajul BioesShoos cu scopul de a localiza Nf in imediata
apropiere (fig. 4), pierzand o parte din mobilitatea purtdtorilor de sarcind. Astfel, in rezultatul cercetérilor a fost
obtinut FP=8,7*10“W/sm*K?, cel mai inalt, care intrece valoarea precedentd mai mult de sase ori.

Exemplu de realizare

in aliajul Biog4Shos, prin metoda de sinteza termica, se introduce 0,01% at. Te intr-un tub de molibden din care se
evacueaza aerul. Sinteza termica are loc la temperatura de 450°C timp de 5 ore. Racirea are loc treptat cu o viteza de
10 grade pe ora. Din aliajul realizat, se obtine prin metoda lui Ulitovskii, fire subtiri in izolatie de sticla cu diferite
diametre de d=0,2...5,0 um. Au fost supuse cercetarilor, si s-a stabilit ca cea mai mare valoare a FP se obtine pentru
fire subtiri cu diametrul de d=2,8 pm la temperaturi de 100...170°C, FP= 8,7*10*W/sm*K?, aceasta fiind cea mai
inalta in aliajele Bi-Sh.

Avantajele acestor materiale constau in:

- stabilitatea proprietatilor fizice a materialului in timp;

- protejarea materialului de medii agresive, prin stratul izolator de sticla;

- materialul este obtinut in forma de fire de dimensiuni micronice, comode de aplicat in practica;

- obtinerea celei mai inalte valori a factorului de putere, FP =8,7*10*W/sm*K?,



